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背景・目的 
基板上に形成された島状膜をスパッタエッチングするとき、島の射影面積を S、体積を Vとする

と体積の時間変化は射影面積に比例するので、 と表される。また で

あり、α  および β は In の島の形状に関係するパラメータになる。薄膜試料を X 線光電子分光法
(XPS) などの表面分析技術で組成分析すると、射影面積 Sに比例する信号強度が得られる。試料を
スパッタエッチしながら組成分析すると、α、βを反映したデプスプロファイルが得られる。 XPS
による実験で得られたデプスプロファイルを Excelで解析することによって、In膜の島の形状定数
α、βの値を推測する。また Inの膜厚によってα、βがどのように変化するかを調べたい。 
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シミュレーション概要 
   In膜をスパッタエッチングしていくときに観測される Inの信号強度は 
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αα  ただし は Inの全堆積量、n は Inの島の面密度 0D

で表せる。縦軸に In信号強度 、横軸に をとって実験で得られた の値と上の式に

よる値の差を２乗して、それらをスパッタ時間で合計した。Excelのソルバーを使って、この和が
最小になるようにα、βの値を求めた。いろいろの膜厚に対してβ/αの変化を見た。 
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結果 
フィッティングは 30～210 nmの 10個の試料の測定結果に対して行った。フィッティングの例
として、図１には、膜厚 90nmのときの実験値にモデル式によるグラフをフィットさせたグラフを
示す。ここでは、β/αの値は 0.307になった。全試料のβ/αの平均値は 0.33、標準偏差は 0.03に
なった。モデル式は二次関数なので適当なところで切ってフィットさせる必要があった。フィッテ

ィングの対象にする範囲は次のように決めた。実験データのうち信用できる信号強度は 300までと
してその値以上のデータを使った。また初めの点は膜表面の汚れ等により In の信号が弱くなって
いるので除いた。図 2には膜厚を横軸として、β/αの値を縦軸にとった。 30nmはデータ点数の
少なさもあり少し外れているが、膜厚の増加とともにβ/αの値は上下にふらつきながら減少する傾
向にある。β/αが小さいことは Inの信号減少に時間がかかることを意味する。β/αの減少のひと
つの理由として、射影効果が考えられる。 
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図 1 90nm-In膜のデプスプロファイル  図 2 膜厚による β/α の変化 


